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Scopul general al proiectului conform formularului de aplicare
Scopul principal al proiectul consta in perfectarea tehnologiei existente de fabricare a elementelor

optice difractive prin metode holografice in baza structurilor cu straturi subtiri din semiconductori

calcogenici vitrosi (SCV) (fotorezist anorganic).

Perfectarea tehnologiei existente consta in faptul, ca in procesul expunerii cu lumina laser la
inscrierea informatiei holografice si formarea structurilor difractive, suprafata structurii de
inregistrare in baza de SCV simultan se incarca cu sarcind electrica in campul descarcari corona.

structurii inregistrate, cat si a adancimii reliefului in rezultatul decaparii chimice ulterioare.

Obiectivele proiectului conform formularului de aplicare

Obiectivul primar al proiectului constd in dezvoltarea unei noi tehnologii de obtinere a retelelor
de difractie holografica cu relief si a elementelor holografice in structuri planare cu filme subtiri
de tip metal-semiconductor calcogenic vitros (Cr-As,Ss, Cr-Ag-As,Ss, Cr-AsspSseSeso si Cr-Ag-
AS4S30Se30), utilizdnd in procesul de inscriere holografica descarcarea corona pentru
imbunatatirea tehnologiei de producere industriald a elemente optice difractive.




3.

Concluzii

1.

Au fost sintetizate sticle calcogenice masive de As,S3 si AS4S30Se30 prin metoda traditionald de

topire a componentelor initiale intr-o fiola de cuart cu racirea brusca.

Prin metoda de depunere termica consecutiva in vid au fost obtinute structuri planare cu straturi
sub;iri Me-SCV (CF-Asts, Cr-As4S30S€e30, Cr-Ag-ASZS:g, Cr-Ag-AS4oS3osego, Cu-As,S3 §| Ag-
AS2S3).

A fost studiat efectul de stabilitate a structurilor planare Cu-As,S3 si Ag-AS,Ss.

A fost demonstrat ca la pastrarea indelungata (pana la 6 luni de zile) a structurilor Ag-As,S; la
intuneric la temperatura camerei in atmosfera mediului ambiant are loc o micsorare a grosimili
filmului de Ag, ceea ce se datoreaza fenomenului de difuzie a Ag in stratul amorf de As,Ss, in

acelas timp Ag ne intrand in reactie chimica cu materialul semiconductorului calcogenic As,Ss,

A fost stabilit, ca la pastrarea indelungata (pana la 6 luni de zile) a structurii planare Cu-As;S3
la intuneric la temperatura camerei in atmosfera mediului ambiant are loc o micsorare a grosimi
stratului de Cu, ceea ce se datoreaza difuziei Cu in stratul amorf de As,Ss. In rezultatul acestui
proces are loc interactiunea stratului metalic de Cu cu stratul amorf de As,S3 prin intermediul

unei reactii chimice a corpului solid.

A fost stabilit, ca dependenta grosimii stratului metalic de timpul de pastrare se schimba liniar
pentru structura planara Ag-As;Ss, i-ar pentru structura planard Cu-As,S; aceastd dependentd
poate fi aproximata cu doua portiuni liniare diferite. Conform rezultatelor obtinute reese, ca

structura Ag-As;,S; este cu mult mai stabila decat structura planara Cu-As,Ss.

S-a stabilit ca utilizarea unei descércari corona negative in procesul de inscriere a informatiei
a eficientei de difractie a retelelor holografice inregistrate iIn comparatie cu retelele obtinute

prin inscrierea conventionala.

Prin metode holografice in lipsa si in prezenta descarcarii electrice corona au fost studiate
structuri planare din semiconductori calcogenici vitrosi ternari Cr-ASsS30Seso, Cr-
Gep,00ASp 095082 1 altii. La inscrierea retelelor de difractie prin metode holografice, in cazul

.....

inregistrare si a eficientei de difractie a retelelor.




